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1. 研究背景・目的  

La5Mo4O16 は遷移金属 Mo を中心にもつ八面体構

造の MoO6 が正方格子を組み，正方格子の面上に

Mo4+とMo5+が市松模様に配置している。面間には非

磁性のMo2O10クラスターがあり、面内のMoO6に繋

がっている。即ち，Mo正方格子同士は非磁性クラス

ターで隔てられており，磁性としては 2 次元性を示

す。本物質は、190K以下で隣り合うMoイオンが反

強磁性的に整列し，フェリ磁性秩序を形成する。面間

方向はフェリ磁性の磁化が反強磁性的に整列するが、

c軸方向に磁場を印加すると，面内でのフェリ磁性秩

序状態を保ったまま面間方向で強磁性秩序状態とな

る。[1] 

Floating Zone 法で作製された単結晶については，

60Kで磁化に異常を生じ，それ以下の温度で正の巨大

磁気抵抗や磁化の緩和現象を顕す。磁気抵抗の様子を

図 1に示す。[2] 

我々はこの 60K 以下の領域において本質を探るた

めに，磁気力顕微鏡を用いてその領域でのドメイン構

造を観察し，物性を明らかにすることを目的とした。 

2．実験方法 

La2MoO6とMoO3を原料として，真空封入法にて

多結晶 La5Mo4O16を得る。この多結晶を用いて，

Floating Zone 法により，Ar雰囲気下で単結晶を成長

させる。結晶成長した試料を砕き，単結晶を摘出す

る。この単結晶試料の ab面を研磨し，磁気力顕微鏡

を用いて測定を行った。ゼロ磁場の状態で温度を 10K

から 90Kの間で保持して，ドメイン構造を観察し

た。また，温度を 50Kに固定し、磁場を 0Tから 5T

の間で，同様にドメイン構造を観察した。 

3. 実験結果及び考察 

 磁気力顕微鏡を用いて測定された磁気ドメイン像を

図 2及び図 3に示す。50Kにおいて，磁場を印加して

いない状態でドメイン構造が確認できる。その後，磁場

を印加すると構造は消失した。温度変化については，

50K では細かいドメイン構造が観察されるが，磁化の

異常を示す 60K 以上ではそのような細かいドメイン構

造が消失することが分かった。これらの結果は，60K以

下ではドメイン壁での電気伝導により抵抗が減少し，そ

こに磁場を印加したことでドメイン壁が消失したことによ

り，抵抗が増大したと考えられる。すなわち，60K より低

温で，La5Mo4O16は強磁性秩序を示すと考えられる。 
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図 3 La5Mo4O16のドメイン構造の磁場依存性 

(左:T=50K, H=0T, 右:T=50K,H=1T) 

図 2 La5Mo4O16のドメイン構造の温度依存性

(左:T=50K, H=0T, 右:T=60K,H=0T) 

図 1 La5Mo4O16の磁気抵抗 
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